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关于本文档 

范围和目的 

本文档提供具有真差分输入 (TDI) 的 EiceDRIVER™ 1EDNx550 系列非隔离栅极驱动器的应用和设计指南。

TDI 输入级具有出色的共模鲁棒性 (CMR)，消除了误触发的风险。因此，EiceDRIVER™ 1EDNx550 适用于： 

• 升压 PFC 中的 4 引脚带开尔文源极 MOSFET 

• 高 PCB 寄生电感场景中的低侧驱动（例如，控制系统和电源系统位于不同 PCB） 

• 无隔离要求半桥的高侧和低侧驱动 

• 驱动超结和 SiC MOSFET、GaN HEMT 

第 1 章介绍 EiceDRIVER™ 1EDNx550，以及选择合适的输入电阻值、容差和外形尺寸以配置 CMR 的指南。第 

2 章介绍 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的目标应用，并提供一些实际使用示例。第 3 章说明 PCB 布局对 CMR 的影

响，并提供可实现最佳性能的参考布局。 

目标受众 

本文档适用于希望使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 来评估 SMPS 性能的设计工程师、应用工程师和组件验证工

程师。本应用说明旨在提供布局指南和应用示例。 

  

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-1EDN7550B-DataSheet-v02_03-EN.pdf?fileId=5546d46262b31d2e01635d9799ef264f
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1 简介  

栅极驱动器 IC 的输出状态取决于 PWM 输入电压 VIN 与其输入逻辑阈值的相对值。例如，对于具有 TTL 输入

的传统栅极驱动器 IC，输入逻辑阈值为： 

• VIN_LH = 2 V  →    TTL 导通状态， VIN ≥  VIN_LH      

• VIN_HL = 0.8 V →    TTL 关断状态，VIN ≤  VIN_HL     

其中，控制 PWM 信号 VIN 为单端并参考系统地，如图 1 所示。  

如果接地回路中存在高 di/dt 瞬态和相对较高的寄生串联电感（例如，长 PCB 走线），则单端 PWM 输入信

号会影响驱动器的正常运行。事实上，即使驱动器和控制器的接地电位理论上相同（即 PCB 上的相同网

络），地回路寄生电感的 di/dt 瞬态也会在驱动器与控制器的接地引脚之间产生电压漂移。这会影响接地

参考电位，从而影响输入阈值和对 VIN 输入信号的解析，导致不可预测的输出动作，影响整个系统可靠

性。 

EiceDRIVER™ 1EDNx550 栅极驱动器 IC 旨在解决此问题（参见图 1），因为真差分输入 (TDI) 级由输入引脚 

IN+ 与 IN- 之间的差分 PWM 信号 ΔVRin 驱动，与接地电位无关。输入状态检测独立于驱动器地，因此输出

状态不受驱动器与控制器接地引脚之间的任何电压漂移的影响。使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550，可承受高达 

±200 V DC 和 ±400 V AC 的接地漂移。 

 
图 1 传统非隔离栅极驱动器 IC 与具有 TDI 输入级的 EiceDRIVER™ 1EDNx550 

图 2 所示为典型连接，其中，引脚 IN- 经输入电阻器 RIN- 连接至控制器 GND（网络 INN），而引脚 IN+ 则经

输入电阻器 RIN+ 连接至控制器 PWM 输出（网络 INP）   

两个输入电阻器 RIN+ 和 RIN- 为 EiceDRIVER™ 1EDNx550 正常运行所必需，因其可抑制共模电压并调节 PWM 电

压，如图 3 所示。   

 
 

 

 

 

 
图 2 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的原理图示例  

输入电阻器 RIN+ 和 RIN- 的选择可参考第 1.1 节。  
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图 3 EiceDRIVER™ 1EDNx550 栅极驱动器 IC 的 TDI 输入级  

EiceDRIVER™ 1EDNx550 为网络 INP 与 INN 之间的输入电压 ΔVRin 提供 0.2 V 的滞回窗口，TDI 驱动器的工作输

入阈值为： 

• ΔVRin_LH = 1.7 V  →    TDI 导通状态，ΔVRin ≥  ΔVRin_LH 

• ΔVRin_HL = 1.5 V →    TDI 关断状态，ΔVRin ≤  ΔVRin_LH 

EiceDRIVER™ 1EDNx550 承受交流接地漂移的能力如图 4 所示。可产生高达 108 V 交流接地漂移的英飞凌评

估板已用于测试驱动器。  

 
图 4 显示 EiceDRIVER™ 1EDNx550 交流接地漂移鲁棒性的波形； 

红色：驱动器地与控制器地之间的交流电压漂移 

绿色：PWM 输入信号 ΔVRin 

蓝色：栅极驱动器输出信号  
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1.1 输入电阻器尺寸 

应根据表 1 配置共模鲁棒性 (CMR)。根据控制器 PWM 电压 VRin 和所需的接地漂移鲁棒性，必须为 RIN++ 和 

RIN- 确定以下三个参数： 

• 电阻值 

• 容差  

• 外形尺寸 

首先确定高电平状态的 PWM 电压（通常等于控制器电源电压 VDD 或 I/O 口电源参考电压），然后估计应用

中预期的最高静态和动态共模漂移，最终可为 RIN+ 和 RIN- 确定上述三个参数。 

表 1 输入电阻器配置速查表 

控制器 PWM 输

出电压 

RIN+ 和 RIN- 配置 接地漂移鲁棒性 

值 容差 外形尺寸** CMR 静态* CMR 动态 

2.5 V 24 kΩ 

 

1% ≥0402 -30 V / +30 V ±150 V 

0.1% ≥0603 -54 V / +63 V ±150 V 

3.3 V 33 kΩ 

 

1% ≥0402 -40 V / +40 V ±150 V 

0.1% ≥0603 -72 V / +84 V ±150 V 

5 V 51 kΩ 

 

1% ≥0603 -60 V / +60 V ±150 V 

0.1% ≥0805 -108 V / +126 V ±200 V 

12 V 127 kΩ 

 

1% ≥0805 -140 V / +140 V ±200 V 

1% ≥1206 -140 V / +140 V ±400 V 

0.1% ≥1206 -200 V / +200 V ±400 V 

15 V 160 kΩ 

 

1% ≥0805 -150 V / +150 V ±200 V 

1% ≥1206 -175 V / +175 V ±400 V 

0.1% ≥1206 -200 V / +200 V ±400 V 

* 驱动器接地至系统接地 

** 请检查 PWM 信号占空比和电阻器额定功率 
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2 典型应用 

2.1 在升压 PFC 中驱动 4 引脚带开尔文源极 MOSFET  

在典型 TO-220/247 封装中，寄生源电感 ≈10 nH。这种寄生电感与栅极回路串联，因增加导通开关损耗并

导致 MOSFET 源端振铃而对性能产生负面影响。因此，在追求最佳能效的电源中，采用 4 引脚 CoolMOS™ 

器件最小化栅极驱动回路中的寄生源电感。4 引脚 CoolMOS™ 器件具有额外的开尔文源极，其特点是寄生

串联电感低，可用于驱动电路的参考点。 

驱动 4 引脚 CoolMOS™ 器件所需的电路应能处理开尔文源极电位与控制器地电压之间的漂移。当图 5 中的

源极寄生电感经历漏极电流突变时，发生电压漂移。然后，系统接地电压谐振，在驱动器接地上产生交流

漂移，从而影响输入 PWM 信号。 

为解决这类接地漂移问题并驱动 4 引脚 CoolMOS™ 器件，常常使用隔离栅极驱动器 IC。图 5 所示为该配

置：GND1 是 PWM 参考电压（控制器 的 GND），GND2 连接至开尔文源极电位。输入信号由驱动器初级侧

处理，通过将初级地 GND1 连接至控制器地来确保驱动器正常运行。 

 
图 5 驱动 4 引脚 CoolMOS™ 的隔离栅极驱动器 IC  

然而，对于驱动 4 引脚 CoolMOS™ 器件而言，隔离栅极驱动器 IC 是过设计的解决方案，因为其集成电隔离

具有承受数百甚至数千伏电压的能力。EiceDRIVER™ 1EDNx550 具有驱动 4 引脚 CoolMOS™ 器件的足够共模

鲁棒性，因而成为电隔离栅极驱动器 IC 的小巧、廉价替代产品。 

用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 驱动 4 引脚 MOSFET 的典型配置如图 6 所示。EiceDRIVER™ 1EDNx550 的接地引脚

连接至 4 引脚 MOSFET 的开尔文源极，控制器 PWM 信号和地分别通过输入电阻器 RIN+ 和 RIN- 连接至驱动器

的引脚 IN+ 和 IN-。采用这种连接方式，差分输入级可处理 4 引脚 CoolMOS™ 器件开关所产生的交流接地漂

移。这也适用于 CoolSiC™ MOSFET 等其他 4 引脚器件。 
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图 6 驱动 4 引脚 CoolMOS™ 的 EiceDRIVER™ 1EDNx550  

在采用 4 引脚 MOSFET 的 PFC-升压应用中，与隔离驱动器相比，EiceDRIVER™ 1EDNx550 是成本更低的驱动

解决方案：通过单管芯实现功能，与隔离驱动器的 SOIC8 封装（外形尺寸为 5x6 mm）相比，其所用 

SOT23-6 封装（外形尺寸为 2.8x2.9 mm）也更小。 

已使用英飞凌 2.5 kW PFC-升压评估板 EVAL_2.5KW_CCM_4PIN [3] 对驱动 4 引脚 CoolMOS™ 的 EiceDRIVER™ 

1EDNx550 进行测试（图 7）。 

 
图 7 2.5 kW PFC 评估板 [3] 中用于驱动 4 引脚 CoolMOS™ 的 EiceDRIVER™ 1EDN7550B；黄线突出

显示为 4 引脚 CoolMOS™，红线突出显示为 EiceDRIVER™ 1EDN7550B 
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2.2 驱动具有高 PCB 寄生电感的 MOSFET  

接地回路中的串联寄生电感可能源自 MOSFET 的封装（例如，引脚引线）、PCB（例如，走线杂散电感、

不同电路板的功率级和控制器等），或两者皆有。在这些情况下，MOSFET 漏极电流或接地回流电流的突

然变化都可能因接地寄生电感而引起电压尖峰或振铃（参见图 8）。因此，控制器接地与栅极驱动器接地

之间出现交流电压差，这可能影响 PWM 输入信号并导致驱动器误触发。  

 
图 8 升压级中的传统非隔离栅极驱动器 IC  

对于接地回路中具有高杂散电感的应用，EiceDRIVER™ 1EDNx550 提供了稳健的解决方案。图 9 所示为如何

连接该栅极驱动器以处理接地漂移并正确驱动 MOSFET。 

 

图 9 在升压级具有高杂散电感的 PCB 中实现驱动功能的 EiceDRIVER™ 1EDNx550  

因此，建议在 PCB 上具有高杂散电感的电路中使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550，例如： 

1. 从控制器至驱动器 IC 的长 PWM 信号走线 

2. 控制 IC 和驱动器位于不同 PCB  

3. 单层 PCB 

4. 未优化或复杂的 PCB 走线 

5. 具有长引线的 TO-220 和 TO-247 电源开关器件 
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2.3 驱动半桥或高侧开关  

EiceDRIVER™ 1EDNx550 的直流接地漂移能力也可用于驱动高侧开关。考虑到通用高侧驱动电路，如果高侧

驱动器接地与相应 PWM 输入电压之间的电压差不超过表 1 所示 CMR 极限，则 EiceDRIVER™ 1EDNx550 可驱

动高侧开关。  

半桥使用示例如图 10 所示。在这种情况下，高侧驱动器接地（即开关节点）与控制器 PWM 和接地信号之

间发生了等于 VBULK 的直流偏移。只要 VBULK 电压低于所配置 CMR 静态值，就可用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 驱

动高侧开关。  

根据表 1，借助 3.3V PWM 输入信号可实现高达 84 V 的浮动驱动器接地。对于不同的 PWM 输入电压电平，

直流或交流噪声接地漂移鲁棒性、输入电阻器 RIN+ 和 RIN- 都应根据第 1.1 节和表 1 进行选择（例如，5 V 

PWM 信号时的最大母线电压可达 126 V；12 V 或 15 V PWM 信号时的最大母线电压可达 200 V）。 

 

 
图 10 基于 EiceDRIVER™ 1EDNx550，在半桥转换器中驱动高侧 MOSFET 

可能使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 进行高侧驱动的其他应用示例包括：同步降压转换器、全桥转换器、开关

电容拓扑中的高侧开关。  

在任何情况下，最大接地漂移均不应超过表 1 所示 CMR 静态值。 

输入为 48 V 的半桥降压转换器评估板 EVAL_HB_BC_1EDN8550B [4] 已针对 EiceDRIVER™ 1EDNx550 作为高侧

驱动器的功能进行了测试，如图 11 所示。该评估板可测试 EiceDRIVER™ 1EDNx550 在直流接地漂移和不同

交流接地漂移场景的共模鲁棒性。 
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图 11 EVAL_HB_BC_1EDN8550B 降压转换器评估板 [4] 的俯视图；黄线突出显示为用于驱动半桥

的 EiceDRIVER™ 1EDN8550B，红线突出显示为低侧和高侧 MOSFET 

EiceDRIVER™ 1EDNx550 的高侧驱动能力如图 12 中半桥波形所示。 

  
图 12 EVAL_HB_BC_1EDN8550B 评估板 [4] 中 EiceDRIVER™ 1EDN8550 驱动器的直流接地漂移鲁棒

性。  

绿色：低侧 PWM 信号；黄色：低侧 Vgs 电压 

洋红色：半桥开关节点电压；青色：电感电流  
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3 PCB 布局注意事项和指南 

快速开关电源系统的布局对整体性能影响甚大，其设计至关重要。具有 TDI 的 EiceDRIVER™ 1EDNx550 是克

服接地回路中寄生参数影响的最佳解决方案；但是，为输入信号布线时需特别小心。  

 

本章全面概述了 PCB 非理想性对 EiceDRIVER™ 1EDNx550 输入级的影响，以及实现优化和抗噪布局的指南。 

3.1 PCB 寄生参数对 TDI 输入级的影响 

3.1.1 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的典型配置 

图 13 所示为 EiceDRIVER™ 1EDNx550 驱动低侧 MOSFET 的典型使用示例。假设控制器节点 INP 和 INN 从控制

器至栅极驱动器 IC 为差分对走线。如果 PWM 差分对 INP/INN 的布线是最佳的，则施加到差分对的任何噪声

源都会是共模噪声。从而在理论上使 PWM 差分信号不受任何耦合噪声源或地弹的影响。 
 

 
图 13 EiceDRIVER™ 1EDNx550 典型配置，具有长 PWM 导线，用于驱动 MOSFET 

但是，如果 EiceDriver™ 1EDNx550 的输入信号 INP 和 INN 不是理想布线，则可能导致 CMR 性能下降或误触发

问题。为解决这些常见问题，使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 进行设计时应牢记两个关键点：  

 

1) 输入电阻器 RIN- 和 RIN+ 是 TDI 栅极驱动器 IC 正常运行所必需的； 

 

2) 输入电阻器 RIN- 和 RIN+ 的不对称或不合适走线可能会导致 PCB 寄生电容失控，从而导致输入引脚与

噪声源耦合，降低输入信号的整体 SNR。 

 

注意关键点 1) 和 2)，遵循表 1 和数据表所提供的布局，即可获得最佳性能。本章中的理论分析是对布局指

南的补充，提供完整的输入电路模型，以更好地理解布局对整体性能的影响。 

3.1.2 完整的 TDI 输入 级电路模型，包括 PCB 寄生参数 

第 3.1.1 节中提高的两个关键点可借助图 14 所示的完整等效电路进行定量分析，该电路将 PCB 寄生电容 CP+ 

和 CP- 加入已在图 3 中展示的模型。 
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图 14 EiceDRIVER™ 1EDNx550：输入信号的等效电路模型 

在图 14 中，控制器生成幅度为 VDD 的单端 PWM 信号，并布线为从控制器到输入电阻器 RIN+ 和 RIN- 的差分对 

INP/INN（即走线靠近）。两个输入电阻器应尽可能靠近栅极驱动器 IC。 

此时，RIN- 和 RIN+ 以及 TDI 级内阻 RIC1 和 RIC2 充当电阻分压器，并按系数 k 缩小 ΔVRin 电压，以满足引脚 IN+ 

和 IN- 的 IC 输入规格。  

 

ΔVIN,IC =
ΔVRin

k
= ΔVRin ⋅

2RIC2

2RIC1+2RIC2+RIN++RIN−
       [1] 

 

进一步缩小之后，模拟链路产生的信号 ΔVtrg 施加至 Schmitt 触发器。1表 2 所述为模型中各元件。 

表 2 图 14 所示等效电路模型中各元件的说明 

元件 说明 

RIC1、RIC2 和 CIC 栅极驱动器 IC 内的片上修整无源元件 

RIN+ 和 RIN- 必需 SMD 输入电阻器。应尽可能靠近栅极驱动器 IC 

CS+ 和 CS- 

（范围为 50 fF 至 100 

fF） 

SMD 电阻器 RIN+ 和 RIN- 各自的寄生电容  

CP+ 

（范围为 100 fF 至 10 

pF） 

寄生电容，用于模拟连接到 IN+ 的输入网络与通用相邻网络 #NetA 之间的 

PCB 耦合。 

耦合通过等效噪声电压源 Vn+ 建模 

CP- 

（范围为 100 fF 至 10 

pF） 

寄生电容，用于模拟连接到 IN- 的输入网络与通用相邻网络 #NetB 之间的 

PCB 耦合。 

耦合通过等效噪声电压源 Vn- 建模 

图 15 和图 16 所示为布局中寄生电容 CP+ 和 CP- 背后的原因。2  

                                                                    
1  根据公式 [1] 和图 14，引脚 IN+ 与 IN- 之间的峰峰电压 ΔVIN,IC 为 VDD/k。 

需要注意的是，由于 k 大于 1（例如，对于 RIN- = RIN+ = 33 kΩ，k = 12），信号 ΔVIN,IC 对噪声最敏感。  

因此，已建议将 RIN- 和 RIN+ 尽可能靠近栅极驱动器 IC。 
2     计算 CP+ 和 CP+ 时，必须考虑所有 PCB 层的影响。在该具体应用中：CP+ = CP1+ + CP2+，CP- = CP1- + CP2- 
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PCB 上存在多余耦合
的非最佳布局示例 

 

请勿将该布局用作设
计指南 

 

第 1 层 – 俯视图 

图 15 PCB 上存在多余耦合的非最佳布局示例（仅显示第 1 层的影响）；IN+ 耦合至通用相邻网络 

#NetA，IN- 耦合至通用相邻网络 #NetB 

 

 
 

PCB 上存在多余耦合
的非最佳布局示例 

 

请勿将该布局用作设
计指南 

 

三维视图 

第 1 层 + 第 2 层 

图 16 PCB 上存在多余耦合的非最佳布局示例（仅显示第 1 层对第 2 层的影响）；第 1 层的 IN+ 和 

IN- 耦合至第 2 层的通用相邻网络 

根据图 14 所示模型，从噪声角度来看，ΔVIN,IC 电压以及相关 IN+ 和 IN- 网络最为关键。这证实了在布线期

间必须控制布局对称性以及 PCB 寄生 CP+ 和 CP-：确保 IN+ 和 IN- 输入走线的对称性，并避免电容耦合至任

何开关或噪声网络，是实现最佳性能和表 1 所列 CMR 水平的基础。 

3.1.3 输入 PCB 寄生电容 CP+ 和 CP- 的影响 

由于电压缩放 𝛥𝑉𝐼𝑁,𝐼𝐶 = 𝛥𝑉𝑅𝑖𝑛/𝑘（参见第 3.1.2 节），图 17 中绿色突出显示的两个网络 IN+ 和 IN- 对噪声最敏

感，因为与原始 PWM 信号相比，这两者的信号幅度更低。例如，对于 RIN- = RIN+ = 33 kΩ，PWM 信号幅度 VDD 

的减小系数为 k = 12。此外，布局中与 IN+ 和 IN- 相关的任何不对称都会导致 CP/CP ≠ 1，共模噪声或干扰最

终转化为影响驱动器输入 ΔVIN,IC 的差模噪声或干扰。  
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用于解释说明的布局示
例 

 

参考布局如第 3.3 节所

示 

 

图 17 第 1 层布局示例；绿色突出显示为 IN+ 和 IN- 噪声敏感网络 

 

因此，就布局来看，重要的是确保网络 IN+ 和 IN-： 

1) 对称布局（即 CP+/CP- = 1，布局对称标准参见图 18 和图 19） 

2) 确保开关或噪声网络远离 IN+ 和 IN-，因为如果耦合至 IN- 或 IN+，则会直接影响差分 PWM 信号  

3) 通过尽可能靠近栅极驱动器 IC 布置电阻器 RIN+ 和 RIN-，最大程度减小 CP+ 和 CP-。CP+ 和 CP- 越小，Vn+ 和 

Vn-（参见图 14）对输入信号的影响就越小 

 

EiceDRIVER™ 1EDNx550 常见问题和优化性能设计指南见第 3.2 节。 
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用于解释说明的布局示
例 

 

参考布局如第 3.3 节所

示 

图 18 对称 IN+、IN- 和参考平面位于外层（例如第 1 层）的示例；以轮廓表示的元件视为在同一

层  

 

用于解释说明的布局示
例 

 

参考布局如第 3.3 节所

示 

 

图 19 对称 IN+、IN- 和位于第一内层参考平面（例如第 2 层）的示例；以轮廓表示的元件视为在

外部层（例如第 1 层）  
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3.2 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的常见布局问题 

如第 3.1 节所述，为避免 EiceDRIVER™ 1EDNx550 运行不当，应确保以下条件： 

1) 对称布局（即 CP+/CP- = 1，参见图 18 和图 19 中的示例）。 

2) 确保开关或噪声网络远离 IN+ 和 IN-，因为如果耦合至 IN- 或 IN+，则会直接影响差分 PWM 信号。 

3) 通过尽可能靠近栅极驱动器 IC 布置电阻器 RIN+ 和 RIN-，最大程度减小 CP+ 和 CP-。CP+ 和 CP- 越小，Vn+ 

和 Vn-（参见图 14）对输入信号的影响就越小。 

 

表 3 解决了使用 EiceDRIVER™ 1EDNx550 进行设计时的常见布局问题，并提供相应潜在解决方案的链接。 

 

表 3 使用 EiceDriver™ 1EDNx550 进行设计时的常见布局问题及相应解决方案 

问题/影响 可能的布局原因 解决方案 

CMR 性能欠佳 

 

电阻器错误或位置错误 

电阻器类型错误（阻值、容差或外形

尺寸）或电阻器位置错误  

检查是否根据表 1 选择电阻器的阻值、容差和

外形尺寸。根据第 3.3 节中的设计指南，确保

两个电阻器均靠近栅极驱动器 IC。 

不对称布局 

IN+ 和 IN- 网络不对称或 

IN+ 和 IN- 的参考平面（即驱动器接

地）不对称 

检查 IN+、IN- 和周围网络的布局和布线。用连

接至驱动器地的平面屏蔽 IN+ 和 IN- 网络。始

终确保 IN+、IN- 和屏蔽平面的对称性。在图 

18 和图 19 所示对称布局示例中，IN+ 和 IN- 也

由 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的驱动器地屏蔽。 

输出重新触发多

余 

电阻器错误或位置错误 

电阻器类型错误（阻值、容差或外形

尺寸）或电阻器位置错误 

检查是否根据表 1 选择电阻器的阻值、容差和

外形尺寸。根据第 3.3 节中的设计指南，确保

两个电阻器均靠近栅极驱动器 IC。 

输入引脚交叉耦合 

噪声或开关网络通过 PCB 寄生电容耦

合至输入引脚 IN+ 和 IN-   
检查 IN+、IN- 和周围网络的布局和布线。用连

接至驱动器接地的平面屏蔽 IN+ 和 IN- 网络。

始终确保 IN+、IN- 和屏蔽平面的对称性。在图 

18 和图 19 所示对称布局示例中，IN+ 和 IN- 也

由 EiceDRIVER™ 1EDNx550 的驱动器接地屏

蔽。 
不对称布局 

IN+ 和 IN- 网络不对称或 IN+ 和 IN- 的

参考平面（即驱动器接地）不对称 

 

3.3 布局指南 

布局指南仅限于： 
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• 尽可能靠近驱动器布置输入电阻器 RIN+ 和 RIN-，最好在输入引脚 IN+ 和 IN- 前方，以最大程度减小 PCB 

寄生电容。 

• 输入走线 IN+ 和 IN- 相对于 IC 主体对称布线（参见第 3.1.3 节）。 

• 用外层和第一内层的驱动器地屏蔽输入走线 IN+ 和 IN-（如果适用 – 参见第 3.1.3 节）。 

• 使用低-ESR VDD 电源去耦电容，并尽可能靠近驱动器。 

• 最大程度减小电源回路电感，由于不可避免的电压过冲，这是开关速度的最关键限制。 

SOT23-6 封装版本的输入路径布局建议如图 20 所示。  

对于采用外形尺寸为 0603 和 0402 的电阻器的 TSNP-6 封装，其布局建议分布如图 21 和图 22 所示。 

 

 

图 20 SOT23-6 封装（元件层）的布局建议；建议尽可能在 IN+ 和 IN- 下方的内层采用驱动器接地

网络进行屏蔽 

  



  

应用说明 第 18 页，共 22 页 V 2.0 

2022-04-06 

EiceDRIVER™ 1EDNx550 高侧和低侧栅极驱动器 

应用示例和布局指南 

PCB 布局注意事项和指南 

  

 

图 21  采用 SMD 电阻器 0603 的 TSNP-6 封装的布局建议 

 

 
图 22  采用 SMD 电阻器 0402 的 TSNP-6 封装的布局建议 
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4 缩略语表 

表 4 缩略语表 

首字母缩写 说明 

CMR 共模鲁棒性 

CMRR 共模抑制比 

ESD 静电放电 

ESR 等效串联电容 

GND 接地 

GaN 氮化镓 

LPF 低通滤波器 

PCB 印刷电路板 

SiC 碳化硅 

SOT 小外形晶体管封装 

SMD 表面贴装器件 

TO 晶体管外形封装 

TSNP  薄型分立封装 

UVLO 欠压锁定 
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